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物質中の原子や電子を制御する手法として、パルス光を用いたコヒーレントな制御が注目され

ている。私たちは、光電場の相対位相をロックしたフェムト秒パルス対を用いて電子フォノン結

合系の励起を行い、生成されたコヒーレントな量子状態を、プローブ光パルスの過渡反射率を測

定することで観測する。この過渡反射率測定において、フォノンの振動が観測される前に非線形

光学効果によるスパイク状の光学応答を観測することができる[Figure1(a)]。本研究では、シング

ルポンプ光パルスとプローブ光パルスにおける光学応答の偏光依存性を測定した。 

実験は室温で行い、試料には n-GaAs単結晶(100)を用いた。光源は中心波長 800nm、FWHM 28nm

の mode-locked Ti-sapphireレーザーを用いた。測定は反射型 EOサンプリングで行い、ポンプ光を

シェイカーを 20Hz で振動させることで時間遅延をつけた。計測される信号をオシロスコープで

4000回積算することで過渡反射率を得た。偏光角は結晶の[011]方向を基準として反時計回りを正

にとり、ポンプ光の偏光角度を 0 度で固定し、プローブ光の偏光角を変化させた。光学応答の絶

対値が最大となる値をプローブの偏光角に対してプロットした [Figure1(b)]。光学応答のピークは

偏光角に対し２回対称の角度依存性を持っていることが分かる。これは、EOサンプリングが[01̅0]

偏光と[011]偏光の強度差を測定していることに由来していると考えられる。ポンプ光により[011]

方向の準位へ電子が励起され、ここにプローブ光が照射されるとプローブ光の[011]偏光成分に基

底状態に落ちる際の電場の成分が上乗せされる。ポンプ光の偏光方向が一定の場合、励起される

準位は変わらないので、プローブ光

の偏光を回転させると、回転させた

角度に応じて EOサンプリングでの+

成分と-成分の強度比が変化し、90度

で最大となる成分が入れ替わるよう

に変化すると考えられる。 

ダブルポンプパルスを用いた場合

の光学応答のポンプ間時間遅延依存

性についても測定を行ったのでその

結果についても報告を行う。 

Figure1(a): n-GaAs Transient reflectivity.  

(b): Optical response dependence on probe polarization 
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